Załącznik nr 1
Wymagania i parametry techniczne używanego i odnowionego urządzenia do wytwarzania  cienkich warstw  techniką plazmowego osadzania z fazy gazowej PECVD (ang. Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition).

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Oferta
	Punkty

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Producent pomp
	
	podać
	

	5.
	Rok produkcji
	Urządzenie używane

a) ≤ 3 lata, lecz nie więcej niż 5000 roboczogodzin 
b) ≤ 6 lat, lecz nie więcej niż 8000 roboczogodzin
	podać
	

	6.
	Rodzaje procesów
	nakładanie cienkich warstw  SiO2 i Si3N4 na grzane podłoże
	potwierdzić
	

	7.
	Osadzanie cienkich warstw SiO2
	a) temperatura osadzanej warstwy w przedziale T= 200 - 400oC lub większym zawierającym ten przedział

b) szybkości osadzania warstwy w przedziale  v € [a,b], gdzie a=30nm/min, b ≥100 nm/min 

c) współczynnik załamania warstwy w przedziale  n=1.46 -1.49

d) rozrzut grubości osadzanej warstwy we wsadzie płytek do  ( 3%

e) powtarzalność procesów osadzania warstw do ( 3%

f) naprężenia warstwy ≤ 200 MPa
	podać przedział temperatury

podać przedział szybkości osadzania

podać przedział współczynnika załamania

podać rozrzut grubości

potwierdzić

podać wartość naprężenia
	

	8.
	Osadzanie cienkich warstw Si3N4
	a) temperatura osadzanej warstwy w przedziale T= 200 - 400oC lub większym zawierającym ten przedział

b) szybkości osadzania warstwy w przedziale  v € [a,b], gdzie a=10nm/min, b ≥20 nm/min 

c) współczynnik załamania warstwy w przedziale  n=1.8 -2.5

d) rozrzut grubości osadzanej warstwy we wsadzie płytek do  ( 3%

e)powtarzalność procesów osadzania warstw do  ( 3%

f) naprężenia warstwy ≤ 100 MPa
	podać przedział temperatury

podać przedział szybkości osadzania

podać przedział współczynnika załamania

podać rozrzut grubości

potwierdzić

podać wartość naprężenia
	

	9.
	Komora reaktora
	Aluminiowa komora reakcyjna zapewniająca  osadzanie warstw na płytkach

a) o średnicy ≤  4”

b) o rozmiarze 5mm x 5mm i nieregularnym kształcie 
	potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić
	

	10.
	Elektroda 
	Grzane elektrody z precyzyjną kontrolą temperatury

 a) T ≤ 600 oC

     T ≤ 400 oC

b) dokładność ustawienia temperatury ± 2oC lub lepsza
	potwierdzić

podać temperaturę

podać temperaturę

podać dokładność ustawienia temperatury
	

	11.
	Generator plazmy
	Generator RF 13,56 MHz 

z układem automatycznego dopasowania,

moc  wyjściowa ≥ 300W
	potwierdzić, podać moc
	

	12.
	Generator zmiennej częstotliwości 
	Generator zmiennej częstotliwości w zakresie zmian 90kHz –450kHz;

moc  wyjściowa ≥ 600W
	potwierdzić, podać zakres częstotliwości generatora, podać moc wyjściową
	

	13.
	System próżniowy do komory procesowej
	Dwustopniowy układ pompowy komory reakcyjnej 

a) ciśnienie 5x10-4  mbar lub niższe

b)  z filtrem olejowym, 

c) system automatycznej kontroli ciśnienia w komorze
	potwierdzić

podać ciśnienie

potwierdzić

potwierdzić


	

	14.
	Linie gazowe
	a) minimum 5 linii gazowych:

SiH4/N2(2%), NH3, N2O, CF4,/O2(20%), N2
b) wyposażone w zawory i MFC
	podać ilość linii gazowych

potwierdzić
	

	15.
	Komputer PC do obsługi urządzenia
	Komputer PC do obsługi urządzenia 

Z systemem operacyjnym:

Windows XP Pro,

nagrywarką DVD/CDRW 
Monitorem LCD min 17”, klawiaturą, myszą, 

kartą sieciową
	potwierdzić,

podać parametry komputera
	

	16.
	Oprogramowanie
	a) oprogramowanie ma zapewnić sterowanie procesami technologicznymi i urządzeniem

b) oprogramowanie sterujące i wszystkie aplikacje specjalistyczne, występujące w oferowanym urządzeniu muszą być uruchamiane w systemie  operacyjnym MS Windows XP i kompatybilne z innymi standartowymi programami środowiska Microsoft Windows
	potwierdzić
	

	17.
	System utylizacji szkodliwych gazów poreakcyjnych (skruber)
	Zapewniony właściwy dla gazów wymienionych w pkt.16
	potwierdzić
	

	18.
	Test akceptacyjny

dwuetapowy
	Wstępny test akceptacyjny przeprowadzony zostanie w siedzibie Dostawcy i obejmował będzie potwierdzenie parametrów urządzenia oraz procesów osadzania i kontroli warstw SiO2 i Si3N4, tj.

a) kontrola grubości osadzanej warstwy

b) szybkości osadzania ,

c) charakterystyka warstwy (parametry elipsometryczne). 

Końcowy test akceptacyjny  przeprowadzony zostanie w siedzibie Zamawiającego i obejmował będzie zakres testu wstępnego. 

Podłoża do obu testów akceptacyjnych dostarczone zostaną przez Zamawiającego.
	potwierdzić
	

	19.
	Instrukcja obsługi wraz z instrukcją oprogramowania oraz dokumentacją techniczną  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić
	

	20.
	Części zużywalne w okresie gwarancji urządzenia
	zapewnione
	podać wykaz części zużywalnych
	

	21.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia włącznie z instalacją i uruchomieniem 
	maksymalnie  20 tygodni od daty podpisania kontraktu
	 podać termin wykonania zamówienia
	

	22.
	Szkolenie 
	Szkolenie dwóch osób, w miejscu instalacji urządzenia
	potwierdzić
	

	23.
	Okres gwarancji 
	minimalny okres gwarancji 6 miesięcy

12 miesięcy

9 miesięcy

6 miesięcy 
	podać okres gwarancji
	

	24.
	Dostępność części zamiennych
	zapewniona w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	25.
	Serwis pogwarancyjny 
	zapewniony w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	26.
	Wsparcie techniczne i technologiczne 
	zapewnione w okresie minimum 3 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	27.
	Warunki instalacji urządzenia
	załączyć warunki instalacji urządzenia elektryczne, gazowe i inne.
	podać warunki instalacji
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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